Szerokopasmowe
wzmachiacze liniowe KF
z tranzystorami mocy MOSFET

nrze 3/1989 "Radioelektroni-
ka" opisano kilka prostych
i nie wymagajgcych strojenia
szerokopasmowych wzmac-
niaczy liniowych KF matej
mocy z tranzystorami bipolarnymi. Od kilku lat
sg dostepne w Polsce niedrogie tranzystory
mocy MOSFET wykonane technologig VMOS
i HEXFET. Krétkofalowcéw z pewnoscig za-
interesuje fakt, ze tranzystory te znakomicie
nadajg sie do zastosowania w szerokopa-
smowych wzmacniaczach liniowych matej
" “redniej mocy o prostej konstrukcji. Opisa-
_  tudwa niezwykle proste wzmacniacze li-
%“hTowe (a wigc nadajgce sie do pracy emisjg
SSB), w ktérych zastosowano najtafisze z do-
stepnych na rynku tranzystoréw HEXFET
IRF513.

Pierwszy ze wzmacniaczy przedstawiono na
rys. 1. Sygnat wejsciowy w.cz. jest dopro-
wadzany do wtérnika Zrédiowego z tranzysto-
rem T1. Na wyjsciu wt6rnika jest wigczony
szerokopasmowy transformator w.cz. zwigk-
szajgcy (odwrotnie niz we wzmacniaczach
z tranzystorami bipolarnymi) jego impedancije
wyjéciowa. Stopiefi mocy pracuje z tranzysto-
rem T2. Obwod polaryzacji bramki tego tran-
zystora tworzy pieé diod krzemowych D1-+D5.
Tranzystory T1i T2 powinny byé zamontowa-
ne na radiatorach. Wzmacniacz nie wymaga
strmema ani dobierania elementéw, nadaje
sie do pracy na czterech najnizszych amator-
skich pasmach KF, tzn. 1,8 —3,5 - 7i10
MHz, a jego moc wyjéciowa (przy napieciu za-
silajgcym +24 V) wynosi ok. 8 W przy napig-
ciu sygnatu wejéciowego 1 V. Dia wigk-

Pewnie dziatajacy
wzmachniacz liniowy
z MOSFET-ami moze
byé rewelacyjnie
prosty!

szych czestotliwosci moc wyjSciowa wzmac-
niacza gwattownie spada i dla pasma 14
MHz wynosita juz tylko ok. 2 W.

Na rys. 2 przedstawiono ten sam wzmac-
niacz, ale w wersji z drenami tranzystoréw po-
taczonymi z masg uktadu. Jest to bardzo ko-
rzystne rozwigzanie, poniewaz radiatory tran-
zystoréw T1 i T2 mozna wtedy bezposre-
dnio przykreci¢ do metalowej obudowy nadaj-
nika lub transceivera. Rozwigzanie to jest
obarczone pewng niedogodnosécia, jakg jest
koniecznoéé zasilania wzmacniacza z od-
dzielnego zasilacza o napxecm -24 V. »
Andrzej Kusiak
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" Rys. 1. Schemat szerokopasmowego wzmacniacza KF
- o mocy wyjéciowej 6 W
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W artykuie przedstewiono kilka prostych rozwigzan szeroko-
pasmowych wzmacniaczy KF (3,5 -~ 30 M¥z) mate] mocy — 1,5
do 3 W. Opisane wzmacniacze nie wymagaja strojenia ani
dobicrania elementow. Bardzc dobrze nadaja sie do wyko-
nania przez poczatkujacego krotkotalowca -— nadawce.

Andrzej Kusiak ex SP2HLS

Szerokopasmowe wzmacniacze liniowe KF malej mocy

Na rys. 1 przedstawiono wzmacniacz, kiérego moc wyjsciowa
jest robwna ok. 1,5 W na obcigzeniu 75 {1 przy napigciu
wejsciowym wynoszgcymod 1,5V, (pasmo 3 5MHz)do 2,5V,
(pasmo 28 MHz)

Wzmacniacz z tranzystorem polowym w ukiadzie ze 'w‘spOi
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Tranzystory BD135 nalezy wyposazy¢ w radiatory
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nym 2rodtem przez wtérnik emiterowy
i transtormator w.cz. steruje stopniem
koncowym. Wysoka impedancja wejscio

wa wzmacniacza umozliwia doprowa-
dzanie sygnalu wejsciowego z wysoko-
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Rys. 4. Schemat szerokopasmowego wzmacniacza KF ze stopniem koricowym
w ukladzie przeciwsobnym o mocy wyjsciowej 3 W z kolektorami Iranzystorow
{p-n-p) mocy polgczonymi z masg ukladu

wego lub filtru pasmowego. Migdzy wyj-
dciem wzmacniacza i anteng nalezy sto-
sowa¢ filtry doinoprzepustowe dla po-
szczeg6inych zakreséow KF. Dioda
BYP401-100 stabilizujgca punkt pracy
tranzystora stopnia kohcowego powinna
byé przymocowana do obudowy tego
tranzystora. We wtarniku emiterowym i w
stopniu kohcowym wzmacniacza zasto-
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sowano tanie tranzystory epitaksjaino-
planarne, w obudowie plastykowej, typu
n-p-n BD135 (lub BD137, BD139).
Dwukrotnie wiekszg moc oraz mniejszy
poziom parzystych harmonicznych w
sygnale wyjsciowym mozna uzyskaé we
wzmacniaczu w ukladzie przeciwsobnym
przedstawionym na rys. 2. Takze i w tym
ukiadzie mozna zamiast tranzystoréw BD
135 zastosowac BD137 lub BD134.

Na rys. 3 i 4 przedstawiono wzmacniacze
z tranzystorami typu p-n-p BD136 (ew.
BD138 tub BD140), w ktérych kolektory sa
potaczone z masg ukladu — metalowg
obudowa nadajnika lub transceivera, kt6-
ra wowczas peini funkcjg radiatora.
Wzmacniacze te nie wymagajg specjal-
nego ekranowania — radiatory tranzy-
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Rys. 5. Schemat szerokop ego wzi iacza KF
o mocy wyjsciowej 2 W z kolektorami tranzystoréw
(n-p-n) mocy potaczonymi z masa ukiadu

storbw mocy nie promieniujg bowiem
energii w.cz.

Na rys. 5 przedstawiono rozwigzanie wzmacniacza z tranzy-
storami w.cz. n-p-n typu ,,overlay” z kolektorami na masie.
Wzmacniacz ten wymaga zasilania napigciem ujemnym
wzgledem masy. Zamiast tranzystorow 2N3553 mozna zasto-
sowaé tranzystory BFXP39.

Transformatory w.cz. we wszystkich wzmacniaczach byly

nawiniete bifilarnie 2x6 zwojéw przewodem DNE 0,4 na
$rodkowej kolumnie dwuotworowych rdzeni stosowanych w
symetryzatorach antenowych TV.

Doswiadczenia zebrane w czasie uruchamiania wzmacniaczy
opisanych w artykule moga by¢ uzyteczne podczas konstruo-
wania wzmacniaczy szerokopasmowych wigkszej mocy.
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4000. Uktad wymaga dodatkowego na-
piecia zasilajgcego + 15 V. Spadek napie-
cia na kazdym tranzystorze podczas prze-
wodzenia wynosi okolo 1 V.

Liniowos$é charakterystyki lIp = f (Ugg/
w duzym zakresie natezenia pradu drenu
umozliwia stosowanie tranzystorow
V-MOS we wzmacniaczach mocy.
Schemat ideowy szerokopasmowego
wzmacniacza mocy przedstawiono na
rys. 7a, a jego charakterystyke przenosze-
nia na rys. 7b. Catkowita zawartosc har-
monicznych wynosi 0,075% przy U, =
1Vi0,8% przy U, = 10 V.

Schemat szerokopasmowego wzmacnia-
cza VHF przedstawiono na rys. 8. W ukia-
dzie tym uzyskuje sie wzmocnienie mocy
15 dB z<Hokladnoscig +1 dB w zakresie
czestotliwosci od 40 do 180 MHz. Na ob-
cigzenivu 50 Q mozna wydzielic 12 W
mocy.
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